wiks- *er ;- 3outinkitd .
‘nh&w -M £ arszawa, dnia 1967 r,
V\Etasa/e,g_FcEm!I(

W/g. rozdzielnika

1 zatgczeniu przesytamy nastepujace materiaty dotyczace
przygotowania stanowiska strony polskiej na spotkanie
specjalistéw PRL» NRD 9,GSRS w sprawie perspektyw dalszej
wspOdpracy w zakresie meszyn matematycznych :

1.

Materiaty opracowane przez Zespdt Roboczy Nr. 3 w ramach
tematu "Elementy Elektroniczne i pamieciowe.*

1ol."Mikroukdady hydrydcwre dla maszyn matematycznych "

1.2."Ukkady scalane pdtprzewodnikowe

1*30 "lyskretne elementy konstrukcyjne do ukkadow
BC. _ 11l generacji "

1.4. " Pamieci operacyjne dla maszyn cyfrowych matej

i Sredniej wielkosci 11l generacji ',
Protokét z IV=*tej narady w ZPAIAP "MERAY odbytej w dniu
18.09067 r. oceniajacej opracowania Zespotdw Roboczych
Nr.l i Nr. 2.

Rozdzielnik:
lo KNIT - Ob.D.vr. miH <jnz.J.Knygz

PHETO
PRETO -
CoPil
COPAN
CODKK
8 . ZPEIT
O«

loo JVK
11. JIM
120

13. ITR -
14. ITE -

~Nourhwn

150 WZR T-1

MPC -00b. Dyr mi* mz. Js 3Dcjan

Ob.nyro mgr inz.W. Belasinski
Ob.Jjyr. mgr inz.H. Chyrek

OboDoCs dr R.Marczy&ski

Ob.DoCo ¢r WoTurski

Obo Dr M= Greniewski i i
"UNITRAM -0b4 mgr inz.L. MaEaJEWSkI
Obo Uyr mgr inz. J~ Gradows

Obo mgr inzo B. Glowacki

Ob. Sr inzo B. Nowak

Ob. mgr inz. Z. Wrzeszcz

Ob. DoCo dr Ao Goral

OboDr inz. A. Ambroziak

-Ob. mgr inz. A. Makowiecki

16. WZE "Elv.ro" -Ob.Dyr. mgr inz. E. Bilski
17« WZE "Elwiro" -0Ob, mgr T, Kamburelis
180 WZE "Blwro™ -Ob. mgr |nz J« Markowski
190 ZMP "Bdonie - Ox, %r . Zemka

inz

20 =PIAP -

Obo_mgr . Wajcen

21 =MPC - Dep. Etsn0|hczny Ob mgr Z0 Daytruk

22 = ZPAIAP

"MERA™ - NX

230 ZPAIAJT "MERA™ - TC

775/zg/oenmig



Pro t Qk

13,,09'z0? n w sprawie starcéwieka.'strony polskiej na'
spotkanie ,P8> NRD? GSRS i ZSRR w sprawie perspektyw >
dalszej wspotpracy. w zakresie aasayn aatematycznycho

Karfed™ie przewodni¢g™z w:ir— inz0 T,, Podgdorski -+
-+ Dyrektor Naczelny ZFAIAP "lIERAV

Ctecni ;/wjg» listy obecnosci stanowigcej zatgcznik do
niniejs'aego erotokétUo

t? Na wstepie przewodnicz/?ry Zespola Roboczego Nr 3 opra—
cowujgcego temat "Elem;mty elektroniczne i pamieciowe" .
zakomunikoPanf (e state;*ialk opracowany przez Zospot w*™
maga jeezc ae uzgodnien'.a s ZPEiT "UNITRA9 oraz wprowa—
dzenia ker ikt Arnikaja :ych z ustalen konferencji w KNiT
w spraw3de akladow scal >nych’ do maszyn matematycznych

m "z dno 1JsC "or<>

Ustalone le Zespot zt >zy uzupednione opracowanie—
w dn0 1itC2,67.r* Mato mdaly te zostang rozestanemw
<3n, 20*f;9*57 rO

Posiedzenie dla oméwie iia opracowania Zespotu Nr 3

OdbedZie-Sifé‘ W - 210355g| $i. . i.8§£iELEI5STi&]

Posiedzenie dla przedy ?kutowania «projektu instrukcji'do
rozmoéw ~"Stronnych odfcidzie sie w dno

2-S2t5i.1£** » ZPAIAIl gEQA*, — '

Ra narac zi 3 przedyskut iwan© opracowanie. Zespotu Rob©—~
czego Nr 1 — "Systemy iaszyn Il generacji”»

Po uzyakariu dodatkowych wyjasnien od autirdéw, zebrani
uznali i;a'3tuszng’' koncepcje systemu maszyn 11l genera—*
cji prsitidst&widng w opracowan iwo



‘“Uzgoc€Ltiono koniecznos$¢ przygotowania przez zespci
akon—-3.2hi' owenego raati/ris&u— ""Zatolenia systemu HYDjRAI«

Dd NH'J*.0OSES 1 SiiiB zostanie wystana ogdélna charakte-
rystyka koncepcji S\steinu—, Charakterystyka ta .zostanie *
przek>z'.na Grupis R-.dakcyjnaj w 3n< 19.*09*br<> . j

e« Zwrécan e« aif.’z pros'a do catonkdw Zespotu Nr i o do-
datkowe przedyskutowanie z Zespotem Nr 3 koncepcji -
badc»by Silo.towego”Syatemu maszynowego,w aspekcie tech-
nik pod stawowyeh prty jetych dla maszyny — epilota -
ar&z JdI'™linii 'iakgzyn Systemu 4HTDBANO

'Zespc¢t izupetni row—iiez opracowanie wnioskami oano— t
¢ni« wspodpracy &tzy projektowaniu i budowie maszyny
piietf£ n—af£ Tconcepc >8 podziatu zadan przy realizacji
linii Kurzyn syatejni 3HYBR\’'O

Na pc¢siadzeniu rozpatrzono réwniez uzupeinione w
mysl uu ¢g JlIl—go po dedzenidg opracowanie Zespotu
lir 2 — "Urzadzenia ;>eryfer;yjne**o

Po zzs$i erowaniu koncowej wersji. opracowania, przez
przo\ oc liczacego Zeapotii Kr 2 mgr inzoTo Zemibe
cztoi.kc—yie Zespotu, thr 1 potwierdzili przydatnos¢ zestawi
ur«4123n proponowanego przez Zespot Nr 2 do systemu

W.tr.—=k( i« dyskusji .ustalonos

— 1/ % wrioskow wytgaczy¢ punkt omawiajgacy zasady swyko—
rsy* tywania dokumentacji opracowanej przez jeden
.- przez kraje—'pozostat,©s Sprawa ta jest prze-—
daictam pracy g+upy d/s zagadnien ekonomiczny eh.

e 2/ Nalt—zy podac¢ ter.aty zwigzane z proponowang tema-
tyki;' prac konst.. ukcy jnych a mianowicie i

— p. pier
“ t j¢ma magnety> zna vi
> 1. .mpy do .urzg .zen "display* i "light - pen"o



3/ Mie przesao!zaé‘spratfy 'specjalizacji w urzadzeniach
"“display” 1 "light - pen«

4/ Wpozycji pamieci CyalOT® sprecyzowaé?22 chodzi tu
0 pamieci se statym i .wymienny® dyskiem® Obok PRL
zaproponowa¢ jako dru 'iego producenta NRGx

5/ "Wpozycji- czytniki ka‘t zaproponowaC nastepujacy
!podziat S))scjal izaeji;,
czytniki' *a mniejsze .izybkésci * NBI3 \
czytniki la wieksza e-sybkosci - PRL

6/ Hpozycji perforetora tasmy zmienié¢ parametr szybko«*,
8ci z :0C zn/sek naj 50 zn/Sek»

7/ Wpozycji,drukarka wisrssowa wykresli¢ nazwe firmy
" XERNIG
*8/ urzadzenia do tranami ,ji danych- rozbi¢ na. 2 rodzaje:
- urzadzenia' do wolnej transmisji 30 * 2CC boddw po
liniEcr telegrafies iychg,

, - urzqo[zenia do Sredniej szybkosci transmisji danych
'500 42400 boddw pc «tgczach" telefoniczny clig

Sugerowac¢ przyjecie specjalizacji- przez NRD i CSRS,

9/ NMpozycji klawiaturom 3 dziurkarki 1 aprawdsiarki kart
uruchor:it;)is. produke* i w PBI. traktowa¢ jako eniemono-
palistyci neo

o/ Wpozyuj: klawiaturom ®iziurkarko-sprawdzarki tasmy
perforowt aej ( eugero* a¢ specjalizacje w NBD i CSR.

2.'i)/ Wpozycji Tplottery" .zmieni¢ wzorzec g XCT na Malco;,

Materiat opracowany przez Zespot Nr 2 zostal- przyjety i
przekazany di Grupy Redakcyjnej dla wykorzystania- przy
opracowywacii instrucji o rczono
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Mr.kroukiréy. ¥tybrydowe dla aaszyn matematjczDych

Opracowata mgr inz» Andrzej S

»arss"&wa , jwr seaisfi 196? r*



Gt<bwg3 cechg charakterystyczng rozboju wspdtl-

ezgsaej" elektrbniki jest dgzenie wszelkimi ,Srodkami. d6 wy-

spraniu.,0 coraz wiekszej niezawodnosci 1 aniej-
&zjch wy-jaiarcichj- przy" jak najnizszych koeztaciu M bazie no-,
wych technologii oraz catkowitej zmiany- podejsScia do pro-
jektowania 1 realizacji uktadow elektronl!cznyeh, wyr-ost
nowa dziedzina elektroniki-®.ikroelektronik?i rozsiane, wspot-
czesSnie .jako elektronika scalone. - integrated. electronico
Sktadi® sie ona z trzech gtéwnych kierunki reprezentows-
nych przez. %

m mikroukdady scalone monolityczne ,
- mikrouktady hybrydowe cienkowarstwowe
- siikrouktady hybrydowe tzw*-grubowarstwowe

Mikrouktady Bor.olitoczne charakteryzujg sie niskimi"kdszta-
rai wywarzenia przy aasowej produkcji3 ograniczonej licz*““
by ich typ”w* Posiadajg stosunkowo nienajlepsze paracietry
elektryczne» Stosowane sg gtdwnie w saszyasch aateaatycz-
nyctu

iiikrevikbady hybrydowej) cienkowarstwowe produkowane sg " w
dwdéch Wariantach..,!" "N ;= | < v jtiftp

« na podtozach biernych /szkto lub ceranika/ naparowa«
na / napylane / warstwy opoporaey dielektryczne i
prsewodsace z waontowanymi ele&entaiEl .czynnymi =

% na podtozach krzakowych & uformowanymi struktura“s,
ai /napylana/ warstwy bierne i
eprs;ewodzace* ;

Mikroskdad;; hybrydowe ha poddozach biernych? posiadajg do-
skonaie wkasnos$ci elektrycznej czysto nawet lepsze niz.m
stare: adb wykonane uktady z elementéw kkosyczr~chp Dodatko-
wa Zaleta "eechnik™” cienkowarstwowej jest stosunkowo riiok5
koszt projektu mikrouktadu wzgledem kosztéw wykonania* Umoz-
liwia to p:*qdukcje szerokiego/asortymentu mikroukdadaw.,
przy nie»iole wyzszyeh kosztach» niz.przy tej samej licz-
nosci produkcji, jednego typu«

U m0/0



Stosowens w sprzecie profesjonalnym*ws:iedzig s,ansgdzie

sg pozadane wysok=C. stabilnosci parasje ;r&« elektrycznych,
a wiec smaszyny matematyczne» szybka luiomatykag sprzet
0 przeznaczeniu specjalnym* radiofcelef>tiy fopt. prof«--
bjonalnege, elektroniczna aparatura pomiarowa

Koszty wytwarzania mikroukdadow. hybrydowych na podto»
zach biernych eg mocno, usaleiidojci od rodzaju mikroufeta-
dow, jednak w przypadku prostych ukfadéw do naszyn cyf-
rowych przy niezbednym wymiarze, produkt?ji sag m tyle
miskie* Ze. stanowig konkurencje dla jniLroukfacléw mono-
litycznych nawet w centralnych czeSciach -mtigto "matema-
tycznych« Wiekszy nieco koszt mikroukdadéw hybrydowych
zrekompensowany jest ich®lepszymi parametrami elektrycz-
nymi« Ze wzgledu na niskf. udziat kos,si >wrobocizny w warui
kach~krajowych / nie przekraczajacy $$/ nie ju tiWyklu- r
czone9 ze mikroukdady monolityesre prs7 produkcji uza-
sadnionej potrzebami bedg drozsze niz mikroukdady hy-
brydowe®© 2a przysztoscig przesad lajg iatoaia.it pewne,
wzgledy techniczne, ktdrych oméwienie jzczegGtowe prze-
kracza normy niniejszego opraeows-.nia«

Mikrouktady hybrydowe na -odtozgsh krze-

mowych posiadaja zalety obu omdw:onycfc wyzej rodzajow®
Miski koszt wytwarzania® Maksymalna miniaturyzacja9 wy- ,
soka stabilnos¢ parametrdw elektrycznych wskazujg, ze
ten typ mikroukdadéw rokuje perspektywicznie najwieksze *
nadzieje dla szerokiego asortymentu sprsetu profesjo-
nalnego, wymagajrzcego podzespokow; wysckiej jckocci* (pa-
nowanie technologii tego typu"®:.krouktadtéw jest Jednak
mozliwe po opanowaniu technolog!7 mikrouktadéw cienko-
warstwowych na podtozach biernych ze wszystkimi jej
subtelnosciami jak i opanowaniu technologii nowoczesnych
czynnych elementéw krzemowych prostych, a w nastepnej
kolejnosci struktur ztozonyeh9 wieloelementowjch«.
Dla sprzetu powszechnego uzytku J masewego sprzetu pro-r
fesjonalnego imjodpowiedniejsza ;echnlkg jest tak zwana
technologia "gru&yeh,warstw*, pozwalajaca uzyska¢ mikro-
uktady przy zdecydowanie niskich kosztach, ale takze



gozassj?eh parametrach elektrycznych». Opiera sie en? na
Wnoszeniu na podtoza bierne itetodg sitodruku warstw
opornych, pojemnosciowych i przewodzacych*

¢ktuelne, szczytowe osi”gnUecia $v,iatone” mikroelektro-
niki h>*brydov,ejc

Mikrouktady eienkowarst™owc-"hybrjf;owa na
podtozach biernych produkowane s™ juz od k*lku lat W mm
HISy, m"natomiast na-rankach europejskich znalazty sie-
stosurnkofoo® niedawno«, oferowane Ek-in* przez firny Mullaz
telyn, JOA," sucrj .3;SC0J, CFI&* _JT** LCC Steafi-x9COPRIMs
Siemens, Philips« Gestos¢ upakowania eleir.entdw dla- ty«k
«kasc*; hi® przekracza 100 el*/ e»3* Mikrouktady fcybro-
iowe.na podtozach czynnych, o wyzszej, dochodzacej do
500 el*. /ctn3 gestosci upakowania produko Xae s do-
tychéses jedyni.&W "USA, .stanowig® azCwyto™« dftipaEif*
©la nikro¢lektroniicia

S&jpowczechniej stosowane * cikrouktadsch
i“bi”wsych sg nastepujace struktury cienkowarstwowi,
ktér~ch osiagniete.dotychczas najlepsze p&ra&etry zs~
aisezczono w ponizajeh tablicach©

Warstwyeoporowe
Kodz» jp: ¢Se-octfc Metoda_5Zakres * Stabil-": m®*0 JSierSSyl
v?ars® H uz, sk« kcrekcjiii opornosHi  no$<5 L4/°g 1 £ pez 7
twy \ .«ariia * oporo, g e;eo— a ez&eowaL mkorekcji kore!
wierz- ;
! mchiane]* Toton & f*j;
.ifuefaj J - . mi .
SSSSSS\B/4]S'=SSIt>W~3:3?gpsss;sssss"rsa—SKSg,ass:.—;s:sss|S::s::s~;;::;::k ysirshisx
. sibli~ <j nac :
HI-Cr > a3 nic 50-3000 i 0,1 1+15-10 \os
. mr*»pyTa~ .
gil me s dy*** . . -6
k stodowe i zatja bdo 250 * -0,1 7 450.10 0,01
D.m ] o ele i
Cr-Si0j flash- nacma— d 100008 »0,1 !=150%i~d8 5 : I 0,1
:/cero/j eiapora-L nu n » ¥ » oL . i
Ki;.". *f]im N i ; | = i
. - 3 - S jf m 1 J -
ss=s3 3ss:":5:-ss53 I ¥ :$:$1-’ s5ss~ 5——— SSSSIESSé)SSISSS



Warstwy -dielektrycane

"Bodsiaj " Seteda ( i jjfem- j-<i °, ."j" S aia®@”“< | toleran
° r) 9 . oS * wz 7 7
Hfmxws K |«al i Lf _ ij == 3 /S v - ,Aoeel{%%?a? JI . cjo
. [ e i H [$Wm¢ej = 1*J.
;- . - *5 _6./j; 1a0o-5« xcoao-* 20* 100 i 5
| _w .Bgfe . . i . « ] —1s2 i g__
=teSi~ 1~ " -7 ~~  AN3*9 ~ "~ Z»IcrAl -1 104 30 J 5
w =3P jl..-.-—-. =L ¢EIl _LSL _ BFi|£- - - - - - -
*"iaA ! 179" ;1 m 0-5! 20<act 1000 i 5 V.
pylonego \ e, > * 1 J
TaB * | | i N el
-;——M&fgd———-*{ ————— S@ir - - - ~r 77°°- f“9" -1£]
TIO 1 zZa- , 2t ke | . m i - m
s 5 1 33d7h 25-30 1o 6.10 %me:1000C 6  goco m v ™
W Vv pslonego |
L * 1 v";:;l1lmm i ik N\ ., 1

issssssss— ksssssiss: »stsss N asi-assas’'siisssisssis: r.s:ssiisxssssss ™ ij ssssassarsBsiSisisssssssssjsass

Uzyski wataie odpowiednich"ksztattdw struktur przeprowadza
sif metodami -fotolitograficznyiaii przyfczym przy osiag-*
nieciu najwyzszej doskonatosci tej technologii uzyskuj*
sif dla opornikéw o szerokosciach &cieiek rzedu pojedyn-
czych ya <tolaraneje 5% tes korekcji*

iI"..zakresie zagadni 3fi dotyczgcych montezu
suje sie elastycznie wszystkie: tschniki s lutowania miek~
mKie'® spawania oporowego, T jpawgnis ultradowi efcatd i, tern
kompresja/ w zaleznosci od rodzaju mikrouktadu«

Projektowanie mikrouktadéw tgcznie z procek
tea teehaplogi carosa” fotomas™kj w niektdérych przodujacych
firmach, powierzone Juz zpstato ;gaszytkK)m matematycznymo
Takzfe kontrola parametrow fcpkejemalfiych produkowanych si
krouktadéw odbyta sif. automaty.Csijlie przez .testery”
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W. celu .zapewnienie .mozliwosci produkcji sa«-.

. rpki«go aCoyty”emtij milcroak2addti«s".ptol, podlegajacy», ©praco-

[EEN

40>c

5*1»

502<>

530

5040

*5*50

5«60

waniu technologii produkcji w temacie 4*1* kondensatoréw
Si0> konieczne jest opanowanie technologia”warstw dielek-
trycznych o duzym té&. z ktdry.eh najbardziej perspektywicz-

ne wydajg sie wprstwy z fio”"

Technologia "grubowarstwowyeh* mikrouttadéwo
Zastosowania jej bedg dotyes™y sprayu pow«

sssehnsgo uzytku.i masowej aparatury profesjonalnej, nie

dotyczg maszyn mateioatyezrtyeh ITT generacji» wiec nie beda "
tutaj szczegodowo rozpatrywane,*

Tematyka zwigzana*

Opracowanie technotegii produkcji nowoczesnych, dio¢ i tran-
zystoréow w obudowach *eeraiab™ i bez Q&udéw» © w nastepnej ko
lejriodei struktur zhozone.!:, wielo®, lea>snto™ch na podtozach

z monokryastatdw krzemu9 arsenku gslu i in»
Opracowanie technologii wytwarzania ee”amicknych-pcdSiozy, 1

obudéw do mikrouktadéwj cbraddtd diod i iransyatoréwc
C*racOwani© technologii wytwarzania podtozy szklanych meto«
dg w~ciagsni®; folii ssklanejo +

Opracowanie technologii wytwarzania fotomasek do produkcji
mikrouktadéw hydrydowycho

Opracowanie konstrukcji i wykonanie aparatury prozfciowej,
kontrolno«pomierowej oraz do tec.hnoirjgii montazu dis potrzeb
mikroelektroniki hydrydawej*

Opracowanie konstrukcji i wykonanie poétautomatyczi”ch mier»
nikéw parametréw" funkcjonalnych mikroukdadu typu cyfro=
WEgOO s =

AL , . ) .
Stan realizacji tematéw w Polsce A krajach wspodpracujacych«



6*1« W Polsce ,s™

Teaat 4«lp. Opanqwana,_ e ia laboratoryjpa mikro® .
%?igﬁc%wm%y%—'cﬂmyﬁ%ﬁgﬂg bo(ﬁogagh'sz anych na
"bazie Wi-Cr..!1. Si0O™ Prowadzona jest pijaca "ned
przygotowanie® MAii do produkcji pilotowej
-mikroukdaddw®hybrydowyeh o docelowej produkcji
4000600 szto rocznie* Prwadz-i sie piece sad”
technologiami® zastepczymi lub uzupetriajacy&i
rozpylacie katodowe reaktywne i Wocz®s dla
gasjwac_ji i technologii warstw tantalowych«
iBatF Mffl wiodaca TIR » wspédpracujace PTE? »

ZCS9 1SC9 Zak¥ady SsSklarekie«Qzerow.c!

v " Prace podstawowe z dziedziny technologii Tien-
. kich warstw prowadzi Politechnika “Wrockawska™w
Katedrze Przyrzadzi» Elektronowych» fakt® pewne
prace aplikacyjne prowadzg w Biurach Rozwojom
wach takie zakkady sprzetowe jak 1I1"ELWKO™ 1

- MMOJiS. =~/ 7

Temat™ 42w Opracowuje sie w ITR technologie laboratoryj-
ng warstw, ceraetoieych dla mikroukkadéw. i opor~
nikéw wydzielony¢h<. Stan.prac?rozeznanie lite-
raturowe 1 wstepne profog technologiczne®

" _"Temat Ao3e Przystgpiono tf ITH do rozeznania literaturo»
,wego “Hap" zupednie nowego w warunkach krajo- .
myech zagadnieniag

- Temat 5«30 Opracowuje sie w TSG technologie.wykonania
folii-szklanej w' ilosciach zabezpieczajacych
potrzeby mikroelektroniki»

D \ ]
Temat 5»lo Biuro rozwojowe "'Tewa* opracowuje tschno-

logie planowych diod i tranzystorow Krzemé»
wyfdho Przewidziany poczatek produkcji{uruc¢ho~
mienig w 1959 r«> -



Temat 5»2* W FIE prowadzi sie prase nad technologia
laboratoryjng podtozy ceramicznych clla
aikrouktadéw, a w ZCR prowadzi sie prace .ja
jaca na eelu opanowani® produkcji. obuddéw slkrc
¢kkaddw i elementéw czynayeh w ilosSciach zabez
pieczajacych potrzeby mikroelektroniki hybry”
"dowejo mm

Temat 5«4o W IMM wykonano prototyp fotokoordynatOgra-
fu9 wytwarzajgcego fotomsski do procliikcji\
mikroukdadéw hybrydowych*

Temat. 5»5¢« «. odnosnie aparatury prozniowej - w PXE
opracowano napylarkf Sa5Q0
- opracowuje sie aspraet- napylarek
m w JTE buduje aie agregat prtfznioiay do na»
nossenia warstw oporowych Hi-"Gr
iy odnosnie aparatury kontropom™* w ITR opra-
cowano miernik grubosci warstw i szybkos-
ci parowania, ..monitor opornoscil

~ odno$nie aparatury do montazu - bazujac si
na imporcie brak kr©jowego" wykonawcy*

Tenst 5060 Wstepne prace rozpoznawcze w> ITR 1 13@¢
* W krajach wspotpracujacyeh*

Temat 4»lo Technologia laboratoryjna prostych mikrouk#a
a&5v hybrydowych w IRDP CSRS,ZSRR oraz wykona-
nie w warunkach laboratoryjnyeh niewielkich
ich iloscio ISajbardzlej zaawansowane prace w
. ZSRR*-

Temat Prawdopodobnie® tylko w ZSRR prowadzone »g
prace nad technologia laboratoryjng*

Temat 403* Takie tylko ew* w 2SRR wstepne prace»

ik-1Jy m



Temat 5*10 Produkcja diod £ transitstordw planowych krze

—SitO/\M:h » ZSHR i csfis<, 1
Temat 5020 w ZSRR -mm.opanowane wytwarzanie podtazg ce-
"retsb.cz*$eh*

Stonowane obudowy T05 do mikrouktaddwCNie sto-
suje sif Ofcudw ceramicznych do elementow czym-
nucito.

Temat 5*3* Mle prowadzi sie prac md folig %

Temat 5#4« Brak ornych — prawdopodobni* fotomagki wyko-*
nujo sie metody fotografowania rysunkow wyko=»
oasych w powigkszeniu 30*%200 krotnym«

Cemat; 3*5« Zdecydowanie bardziej zaawanaowapy, Szcz<
nie w produkcji .szerokiego asox-tymentu aparatu*
ry do montazu? wydaje sie by¢ ZSRBc Takie HRX) i
oparciu o. zakkady "Zeisa Jena" posiadajg roz-
winietg produkcje sprzetu prézniowego i preeyz;
nego, stosowanego w produkcji mikroukfadow by«
brydowycfcu

Tamaw 5%< Kie podjeto jeszcze praCo
3aawansowanifc w "realizacji tOmgtdw/ew«produkcja do 19752

Temat 4"1» Opanowana technologig podstawowa w skali lady
ratory jnaj* Prowadzi sie prace mad uruchomieni«
linii dodwiadczalnej produkcji mikrouktadow o

.. docelowej mocy produkcyjnej 400*000 azt* roczn
.Nalezy sie z powieleniemllinii w latach 1970-

- 75 1 osiggnieciem produkcji rzedu 195 milow.roi

1975« 1" V

Temat 4v20 Wstepne prace rozpoznawcze»

Uruchomieni® produkcji pilotowej przewidziane

na laia 19*71-750 Jest mozliwe osiggniecie prod~

civ rzedu 1 ... mikroukfaddw hybrydowych na
» podtozach czynsjyeh w 1970 t *»
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808,, Opracowanie teehridlogai wytwarsania ceramicznych ele-
mentow dla mikroukadéw hybryd~y~ch®/DEiP/0
- poddcéa - PlEopracw-o technol<>1969 rv
"~ opadmy mikrouk¥adéw i elementéw czynnyeh.
H uruchomienie produkcji w 1969 r®

8*9* (Opracowani® techtsologii wytwarzania poddozy azklanych
metodg wyciagania Tolii azklonej - DKiP- ISiC Oraz
ZS "CzaréwX Opracowanie technologii 1968 rOo Urucho»
mieni® produkcji - 1969 T*.

80100 Opracowanie technologii wytwarzania fotomasek do pro?
.dukeji mikrouktadéw hybrydowych/48/*

konanie prototypu fotokoordynatografHrdajacego
minimalng “szeroko$¢“tinii 10 = + 2 A w roku 1968»

" Stap TTG Powielenie atoecwnis do zapotrzebowania Kilku
* . fotokoordynatogroféw w latach 1969 * 72,

mBap-_TTX« Opracowanie prototypu keordynatografU o sse~
rokooci linii 2 yg do “ykonanie fotosasek dla mikro-

uktaddéw hybrydowych ra. podtozach czynach w roku 1971*

8011». Opracowani« konstrukcji i wykonanie aparatury proz-
ulowej konirolno-possocnicze j oraz. do technologii mon-
tazu dla potrzeb mikroelektroniki hybrydowej /X)K/,,

e aparatara prozniowa - PXE « /kooperacja z NRD /
aparatura kontrolno-pomi arowasAooperacja KRIDBZSRR?

GSHS/
aparatura®do montazu - EXZ&/kooperacja 3SKR/

8ol2» Opracowanie konstrukcji i wykonanie péteutos«tycznyeh
miernik parametrow funkcjonalnych mikroukdadéw» mm
Prototyp - X$HyZRH9 XEL *$<1969 r« /kooperacja 2SBH i
to/* |, 1 ;  "fh g i\

0/0



9 Proporcje podjecia -prac.rmuko.TO«-badawc*ych i do&wiad~
" czalnowkonstrukcy jnyeh ora?, uruchomienia produkcji w
kra jnch wspétpracujacych*
Brak szezegddOTfych danych < ratepjM propozycje w pktv8«

'10d Kooperacja i wspllpr?acei naU;e*o—~techniczna .- poaostctyai
tr2efe krsjeeii«
Ogdélnie pozadana —~ azez®go6iy do uzgodnieniayz Zaintereso-
wanymi kr&j&ido.

1., Wagi o pracochtonnosci, potrzebach kadrowych./ wyposa-,
zeniu laboratoryjnym i"p.rod$t$y jayE w zwiazku z prncaci
podjetymi w PRLoO
Mniejsze prace aaja zabezpieczenie _finansowe » NKi*
Potrzep kadrzemm og6lnie riiuigy deficyt« -

ml2* Ocena ©elowéci ticiefania si«c o licencji»* ewesrtiaeiny
koszt licencji / omoOwienie \m\g podanych w piets 8*/*
Niecelowe.
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Opracowani t> nietypowej apaxatory technologicznej T1TTK»> PE -
I<,660 1«

Skompletowaui* i uruchomienie aparatury technologicznej £ pomia-
roej IBj ns8 31*1%70 r.
S0 realizacji tematOw W Poise« £ krajach wspodpracujacych



t

7« V' okresie do roku 1975 przewidywana jest produkcja seryjna«

80 Kooperacja i wspétpraca naukowo~technic2tia PSI z pozostakymi

90

trzema krajasto

W zakresie ok¥adow ffiocaokityczreyeb prowadzona jest
koordynacja pras w ramach R¥PS8 przoz grupy specjalistow nalezace
do sekcji Nr 4 “Eleiacaty Pékprzewodnikowe i Podzespoty Radiotechni-
czna?« Temtyki” koordynowanych prac a\s£ wyszczegélniona jest
w punkcie 4«2« planu roboczego aa lata 196*5-700

W wyniku dotychczasowej koordynacji _dokonano standa«.
ryzacji obudéw 1 niektorych parametrow ukdadow«

Ustalono rowniez konieczno$¢ budowy pewnych zespodéw
aparatury technologicznej 1 pomiarowej»

Uzyskanie licencji na ukdady scalone monolityczne jest
celowe« Gdyby to nie byko mozliwe« celowy jest réwniez zakup? licem
na ukkady jjjfephytkone o ila ich technologia obejmuje nowoczesne
prosesy technologiczne pozwalajace na wytwarzanie tranzystoréw
planarnych w« oz« stworzykoby to baze dla szybkiego opanowania
technologii epiplanarnej i technologii okdadéw monolitycznych«,
urealniajac, tym samym istniejgce zamierzenia krajowe w tej
dziedzinie« .
z krajowego «punktu widzenia byfoby bardzo pozadane
uzyskanie w ramach kooperftcjA z 3S8R kompletu aparatury techno»
logicznej 1 pomiarowej niezbednej do wytwarzania ukdadow«

Uvagi o potrzebach kadrowych, wyposazaniu laboratoryjnym i
produkcyjnym w zwigzku z pracami podejmowanymi w iKL*

Dane dotyczace potrzeb ka.drowych i inwestycyjnych
okreslone sag w zakgcznikach do PKTOHo

loa Ocena celowosci ubiegania sie o lioencje«

Dane dotyczace tego zagadnienia znajdujg sie w posiadanit
dyrekcji ¢jednoczenia "Mera*«
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" /materiat? dotyca“cc: wspdipré&ty miedzy*
Vv ervarc ioweg -FIEWZSR.I, HHD 1 QV8S/ «

Opracowat % *=

mgr® 1azo™ndrzej & ZIEMSKI

Warszawa9-wr jesied, 1967*



$0.89 s t f;p /oméwienie problemu/

Zasadniczymi sk#adnikami stuzgcymi do budowy EMC 111 generacji

.bedji uktady scalone* Ciemniej jednak w wielu punktech ze wzgledu

nc specjalne .wynsgéinia+ /moce i prady/ oraz! nietypowos¢ rozwigsa«
nia trzeba bidzie.atosowac. dyskretne elementy konstrukcy jne.»
Aby w petni wykorzjstad zalety rozwigzan cyfrowych na uktadach
scalonych y elementy te powinny odznaczac¢ s,ie duzga niezawodnoscig
dobrg stabilnoscig gzdolnoscig do pracy w szerokim zakresie zmian
temperatury 4 mabyni wymiarami -

$ opracowaniu tym zostang omoéwione cztery podstawowe .grupy ele—
menté* konstrukcyjnych t
/ m- oporniki -« “r'
~ kondensatory
— tranzystory
» diody \%

Wymagania dotyczace typow oraz podstawowych parametrow poszcze-
golnych elementéw dyskretnych zostaty przedstawione w tablicy 1*

jJako podstawowy zakres temperatury .pracy tych elementéw przy-
jeto pa:Wsa*ak 0°C’> 70°CO BplLementy takie ,stanowigce przedmiot
niniejszego opracowania., beda przeinaczone dd 15*3 powszechnego
uzytkuio Oprocz tego w pozniejszym okresie do konstrukcji. BMC
o0 specjalnych wymaganiach klimatycznych przewiduje sie uzycie —
element# konstrukcyjnych o zakresie temparatury pracy —-55°C

+,'+ T2£°C« \

Przy weberze elementdw konstrukcyjnych zostata uwzgledniona li-
sta preferencyjna podzespoldw stosowanych w EMC wydana przez
PR3TG . W opracowaniu wykorzystano szereg informacji otrzymanych
ze Zjednoczenia mrzemys—ia Elektronicznego i Teletechnicznego
UNTOAO

20 Aktualne szczytowe osiggniecia sSwiatowe «

a/ operniki
Nowoczesne ro&wigzania wysoko stabilnych opornikéw odznaczajag
sie matymi tolerancjami poczatkowymi oraz matymi gaharytamio

Przyk¥adem doskonatych wtasciwosci produkowanych—opornikéw moga'
by¢* wyroby fira/ Neoh® A.tochy /y



\I ranach tseri; opornikow metalizowanych ID5 opracowano
oporniki o tulerancji >poczatkowej .* 0s05 % i wspoétczynni-
ku temperaturowym 09D025" °C .w zakresie temperatury pracy-—
55°) 4 + IC5V." , Zmiany opornosci po przechowywaniu przez
5000 godzin —v'+ 125°u nie przekrscsé&ja 0,4%0 wymiary opor-
nika *0 mggy 0.,5 W wynosza przy tyia, s Srednica — 5m» dtugosc

/T
/bes wypré&tfazitd/ « 14»Som*

t'/ kondensatory !

¢rzyktadem rozwigzania kondensatoréow o duzej stabilnosci

oraz niezawodnos$ci i matych rozmiarach moga by¢ kondensato-
ry. ze szklanyu dielektrykiem typu CYFESff francuskiej firmy
iSovoor. SJroiana pojemnosci po 2000 godzin pracy w + 1?5°Q

i przy napiec¢:« 1,5 razy wiekszym od znanionowego jest dla
tych kondensatoréw mniejsi od D%%« Wspdtczynnik termiczny
pojemnosci, jeei rowny oko 00012%°Ce

‘Wymiary kondensatora o pojemnosci 220 pF wynoszg 877x4s4x2mmo
Najnowsze rozv igz<ania kondensatoréw blokujacych o duzych
pojemnosciach .odznaczajg sie duzg niezawodnos$cia, matymi
w/miarami i zdolnoscig od pracy w szerokim zakresie tempera-'
tire Przyktadem rozwigzania wysokiej jakosci moga by¢ tantalo-
wi kondensatory elektrolityczne typu "Driatan” firmy angiel-
skiej TCCo Sor.densator o pojeanoici 22 pi' + 10% dla napiecia
D¥ ma wymiary walca o sSrednicy. 4»5 -vm i ddfugosci 11 mm.

Moze on pr,acova;, w zakresie temperatury.me®b °C* + & 125°C,
p?zy czym smimyl pojednos¢i w + 125°C sg mniejsze od 18% e
T*ngens kata itratnosci jest mniejszy od 0SQ6 s a prad up.Ayww.
oi 4*4/UAo Po 1C00 godzinach pracy w temperaturze +125 C
zaiany pojeiantsci'nie przekraczajg 10%°

c f p<Siprze,vodi ikfto

Nowoczesna >r?nzystory przetaczajace maja czestotliwosci

g ’aniczne wynoszgce setki mate wartosci czasu magazy-—
niania oraz etandartowy zakres temperstury pracy,wynoszacy *
~ 57°C Xfsfy—Q Przyktadem jednego z szybszych tranzystorow
tij klasy/isoze by; krzemowy tranzystcr epiplanarny 2N2475

o czfcstotl.iwoéci granicznej 600 MHz 1 czasie magazynowa»
n La mniejaisym od 6 na ./przy 3\ — "BI" mA/ oraz tranzystor

2it6369 a £ = 500 MI® 1 czasie nagaeynowania mniejszym
ou 13 na’/7& *1 Bls XQ2 * 10 mA/o



Sajszybsze —diody epiplanarne 9 stosowane npa w specjalnych
uktadach pomiarowych , ‘maja. cr”y \przetaczania /"recovery
time mi stsncl *rtowe warunki I 1» IOmAo '

UEsXS 6V/ raredu Osb net—;ak RP° dioda HD50.00 firmy Hughes
Internationale

Dla potrzeb SM; 111 generacji przewidzianych do opracowania
w kraju w okreuiS najblizszych 5 lat wystarczajgce sg diody
tej klssy , jal: dioda 1H3604 o czasie przetgczania nie przé»
kraczajacym 2 us«— m

‘3, Perspektywiczne Kkierunki«

o fm /T, e VA C L jUF .. . io=
a/ ocornikia m .

W dziedzinie opornikéw najbardziej peagpektywiczne jest stoso-
wi nie opornikéw metalizowanych typu "Metal Film*.lub "Metal
Oreide w $® wzgladu na duza stabilnos¢ & male wymiary 8szeroki
zakres temperatury pracy i mozliwos$¢'uzyskania catych toleran—
cji poczatkowyoho.Oporniki tego typu znalazty tez szerokie
zastosowani«* w ostatnich BIK3 Il generacji /np® EMC jSX&IQXT .
4100/0

b,’ kondensator;/ o

Wyeliminowani© z konstrukcji SW kondensatoréw.elektrolitycz-
nych z folig eluminiowa i wprowadzenie na ich maejsee elektro—'
1 .tyczny.ch icordensatordw tantalowych stanowi wediug posiada-
no” rozeziiima powszechng tendencje*

\/ obecnej chwili istotom Ograniczeniem jest wysoka cena
kondenSatoréw tantalowych® Duza niezawodnos¢ 9 male wymiary

i szeroki zakres' temperatury pracy— tych kondensatoréw
stanowig najistotniejsze cechy predystynujgce je do stosowa»
rila W'EMC I11l. generacji o

]

c/ pdiprzerodr.ikiQ

Najszybsze, najbardziej niezawodne i wyrdézniajgce si* azerokiu’
zakresem ts aperatury pracy sa.'krzemowe poétprzewodnikowe
elamenty’ epiplanarne -e Stosowani© ‘ich w BISC 11l generacji
jist w obec iet chwili najbardziej perspektywiezne8 gdyz
nowoczesne rozwigzania ukfadéw scalonych bazujg réwniez na
.podobnej'tsehrologii epiplanarnejo

Hi)we ‘'rodzaje elementéw pdtprzewodnikowych jacnp« trahzystpry
‘palowe: 1Tj obecnie mato rozpowszechnione«< Mozna' pézypu— *



szczpé z* gdyby aaalszty on© szersze zastosowanie w przy-—,
azto¢cij tY byty. by stosowane w EMC réwnolegle zepiplana—
.roymi elementami potprzewodnikowymi«

i ° ~¢tdasjaraEtotesBa..,.. ©

Zeatawieni” tematyki gtdéwnej problemu wraz z numeracja po-
szczeg6lnych tematéw zostato dokonane w tablicy lo

50 Tematyk* zwigzana',,,

50l. Opra¢Owianie technologii masek fotograficznych do
produkcji elementéw poétprzewodnikowych oraz urzadzen .

do wykonywania masek »

5021 Opracowanie i wybdér metod pomiarowych"parametréw
impulsowych diod i tranzystoréw w zakresie nandsekun— <

domyif-o oomm mm V- } LAY
6. Stan realizacji tematow w Polsce i krajach wspoétpracujg—

6'»1* w Polsce e

..SSSglJblLm. . v
Zaktad "Oaig" ,w,IV kwartale 1967 r,. ma rozpoczaé produkcje .

. opornikéw metalizowanych wg licencji firmy Slektronica
Metal 2*ux /Sftocby / o Potrzeby JMC mcga zaspokoi¢ oporniki
typu MI* i1 Af«

W 196? x*v sostata— zakupionag”licencjo ZSHR na produkcje konder»
«etorétr .ceramicznych typu KB i Kl w Zaktadzie Ceramiki Radioe
wej
.Podatkowe parametry tych kondensatoréw ? m

najwiekszy —zakres temperatury precy—« 6G°G <+ , + i55°S’

_miJani.3;sza tolerancja" +. 2$*"

i n.oirinalne” napiecia . .1007?,, .

\ jejsy wspotczynnik termiczny pojemnosci  Q.i0X%/°0 a

zakres pojemnosci 2a2 pF «-1300 pF,

Jozirday. # x 1 dla KT 30 pF .5,x 12 'nmx

i 'A mm, -/



Tesaat' 1
Zaktad siSlwaM produkuje kondensatc#;/ i'olf—ion© fSUIt o dodd
duzych.résmiarach«»— Zskupior—.a.aQatf3fcs e —2ER lici ncjii.
-uq kondensatory elektrolityczne splatane typu M Q-1 ;
¢0 1 ETO-2," . —=V'L." \Y%
Podstawowe— perarnétity tych kondens'&torrw t
. j" zakresy temperatury pracy — 60°C sm *15%°C i «fC°C + ~2Q0°Cj
najmiejRza tolerancja' +;10%, . Y, ‘m -
nominalne:'snapiecia; 6? + 0 VY,
m zakres .pojemnosci 10/pF.&0. 8G\»F dla .'KTp*l i 10CytiF * i000yui
r dla 1350-2 .. !

rozmiary $ a 1 14*5 x lOssa dla ETC=*1 24'xI2m?a cla BTO0°2,
mtangena '¢lta strat/.m@s2 dla—SfCfc—t \ Ot# dla ETO-.2, s.0]
prawdopodobienstwo poprfcwnej praey
. przy 1.3,00 & 'i nominainytprnap”cii?— ‘prises .,1000' ;.cdzia 0*98 |

7 .
Fabryka P&tprzewodnikéw 'TEWA § laa do 1969 r. oj anowacd

, technologig epitaksjalng 5 a do 1970 :?oku opanov a¢ technolo—
gigplfenarng i epiplanarng ora3 uruchomié¢ produkcje transy*
; atorow dla potrzeb BMC ,, Majg to by¢ transystoiy matej mocy
tego' typu jak tranzystor 2R914«

‘Temat 406»

‘ W opracowaniu znajduje siy odpowiedni tranzystor o nazwie
KT802A 9 ktéry ma; by¢ produkowany u fabryce pétprzewodnik
kéow *ia»3\

Temat 4.7. i 4.8« .-« .
Zaktada sie,ze prace prowadzone w ramach tematu 4040 stwor,zg
odpowiednig baze do podjecia .produkcji diod epif lanarnych

' Temat 5.1»
IMM przy wspoétudziale IXS do 19684* m oer&comeé¢ technolog j

gip masek fotograficznych oraz odpowiednie urzadzenia»

Temat 502. I |

N 1967 temat massstas?i«jngnta: <z&fcdiSe.zy¢ Egtedr«?'Tole«*; |
transmisji Politechniki Gdarnskiej

6*2« w’krajach wspotpracujacych .i



Teiaat 4»1>—
V krajach wspddpracujacych nie eg, produkowac¢© oporniki tej
klasy .0

Teaat 4«%«

ZSRR produkuj i fccadacsatory ceramiczne KI-Hc7 podobne do -
kondensatoréw KT, lec® < .vi§>kszoaej niezawodnosci -
Prsw3opodot:ni<i—6st:»0 poprawnej pracy‘przy nominalnych
Ktapifcisieh prssez 1COC. godzixv /500 godz«. w + 100°C i 500 gcdz.
w & 70°C / wynosi 0»999» Brak rozeznania rynku CSRS i NFJ>*.

Igf$+_44’\ . m . : .
SSBR prouukujo kondensatory elektrolityczne tantalowe spie-

kane typu £T0«1 i1 MO0*2' ad 1960 roku» f NHD. sa produkowane
kondensatory typu.TGI14123 dla zakresu temperatury pracy
+ 65°C i 6 tolerancji —IGif + +X00%.

Nessat 4.4, 4.4..4,7 ,i .43 .. } ' ;

dia rynkach krajow wspdétpracujacych brak jearfc «piplanarnych
i.lam—mtév f>dhoysssriodnikowrck.« Brak .jest' informacji— doty-
czacych prac badawczych «. te j dziedzinie <

Temat 4.6« m m )
Poniewaz trajazystor tego typu jak BUY12 jest wykorzystywany
w uktadach odchylania, odbiornikéw telewizyjnych istnie je

przypuszcze ai®,, z© jo gt on.produkowany w ZSRte« /

,Esstisssail,Ssssi™.toi2E2"£ aadi- 2IESS2ta.

' Produkcji! o' jV. ksiartaiu .'967 r> -

Temat 4»i e

*Pro Aukcje kondéeasatoriw. KP i KD od 1970 r**

Temat.40?.u
Produkejs'kondensatoréw £T0**l od 1968 r. g 13f0-2 dd

Temat 404»

Produkeje—. przewidziana o0d.1970 r*
Saaljtag.

Produkcja przewidziang przed 1277?*

lasat4&1-+—
" rfcduke,f5 'pi'seM.idj*tan** przed 1970 r.



TT

8+ £505052®IS—"2i2S28SS—BE£SS—SSSTfe2S2r&S$SEL2128 i8N —.
dpswiadczalnokgnatri®eyjnych/gB/ oraz uri~tiomiepia_
grodukcMi™P”~__/napodatawie whasnych opracowad_lufa_
licencji”~_w__FRL._

Temat 4ol.

Przewiduje sie mozliwos¢ wejscia na rynki krajow wspotpra-
cujacych

Temat 4.2,

Przewidziany do produkcji asortyment nie pokrywa w pe#ni
zapotrzebowania . Nalezy:przeanalizowa¢ w jaki sposoéb
bedzie zabezpieczone zapotrzebowanie' «Interesujgca bytaby
mozliwos¢ rozszerzenia zakupionej licencji na kondensatory
typu KT-1S.

Temat 4.4. 4*5« 4.7. i 408

Celowe jest kontynuowanie dotychczasowych prac w Kraju -«
Nalezy bezwzglednie ubiega¢ sie o zakupienie licencji

na epiplanarny tranzystor krzemowy i epiplanarog diode
krzemowa , co znaczni© mogloby przyspieszy¢ obecnie prowadzo-
ne prace krajowe i zapewni¢ szybko wysoka jakos¢ wyrobu.

Propozycje podjaciarprac”naukewot-badawczych..i doswiadczat*
B2—.r"258ii"2i4inS"—.2i1S2_y£tii2b9!8§iS2i§—.BE2S!iictii_w, krafiagh]

wap6tpracu.jacych .

Tematy 4.2. 4.4. 4<5 407 1 4*8 wymagaja przeprowadzenia

odpowiedniego rozeznania , 'na podstawie ktoérego bedzie

mozna przteStozy¢ propozycje

10. i"ooperacja”i“wapotpraca naukowo-techniczna.PRL z pozo-,
statymi trzema krabami .<

Temat 4*1. ' m>

Nie istnieje &

Temat 4.2« i 4.3»

Zakup licencji z 255H

Temat 4.4., 4«?, 4®6, 4.7. i 4.8.

W ramach HSYG wspotpraca gtdéwnie w dziedzinie normalizacji.

Wspoétpraca dwustronna z NHD i CSRS w dziedzinie technologii,
jednak nie obejmujac” technologii epiplanaraej -



f— — ... - N

11-_g”~ggi,.g.,ggagochto™osci_ jpotrzebach kadrowych, wypgaa;

Temat 4¢le .,
Informacje »oze? przekazsé Zaktad *Omigw
/ * ><1/

Tegat 4w " mm y m

Informacje c.oze przekaza¢ Zakkad Goramiki Radiowej.
Temat 4*3«

Informacje.méze przekaba¢ Zaktad

Temat 4*4», 4.5, 4*6» 4»I\ i 4*8*

Informacje wogsi‘przekaza¢ TTE , CBNBIiKF i Fabryka Potprse
wodnikéw  ‘WIBWAM

12i”|Qai£912«9iSi—"IEE8§3ia"k—g—3:i2@BSJSA~El£&5tUalaL«.
g3zt ; M—cgne.ji /oméwieQig_"18S_E. dan”;ohjwrgunkcieJ3/. "

il a—; <ARXAsSI-T—-is®— —
Cstewo & Vkupienia licmeji na produkc” krzsmowych
epiplaaaraych, elementéw potprzewodnikowych fmtechnicznego
punktu widzenia nie budzi «gtjjliwoccio
".Odpowiednia analiza zostata przeprowadzona przez MFC
/ Zjednoczenie UN1TB1/«

~767/?0/9£/eTmig



Zestawienie tematyki gtéwnej 2 proble® j —

na passezegOlne tematy

bele’
ro<3st«?pwe dar?.« eleraentu Jctjnatrutesyjr*®3o
1 1f84wi$ka2j* PQStu4
ri.«CaiQr "17 1 *t8p'aEcs zynt>i k >
| 'Swe —Nnimmig?> ]
(*&*.» : *I
<yeofch;st teilnfr _
0-70. 8 01003 r « 05
i misia”-pié" msgasynoimin
1 wypréwacser*ia ¢»i-nt?«
1
kondens atory } JEakrea po~at$«i#s4. %' 15 " 30 000/ jj&s"
o inatyeh py® J Zakres ITisp'i*~tsg©monovgyoiv .10 ~ x00 V
"iOmno$eiaeh ,0*0001 1 typs «eramipaage lub inne prgy“t"sowahe
| do pracy impulsowe j
5 s tolerr'wka o £ ¥ —"N2-s
1 ... n~o.cs~rrce
| amitiria pc”e”osei VvV
ko?idesté.gtoNy Y ?mk #ma’res pcjeiifielyse. .. ™ * €O
—elekiroiitye: 7& 1 »Spigi#, Mai®ioli USRS i *.£07?
tantaicwe’ : .
# iW&riii! atratui—scis &,£,
g
*Jgsyw jnozd' i pt 2 00Q Jvijgp, w
“t.uffae
i 70 VU 22UiiafC POY: G8HUTIOC——' cX“i+
_ H M
tatiaystor t
kra—. . —pi™ I0">H  doee N i *(?*
! trego typu ak 75714 . Jfcck. ttE3(
4~ — ——
epiplbykari™r prse—,.
PIRILY P a| 0-70 S, W=QQ2 *moe —strat .=—3 W
iy, ! ltego /typu jak 2X0444
J WP sy M R0
i tSgo 'typu -
*im 2B efiipnst'—— [P0 m t *o.001 moc strat 7:0f25 W
JI>ISSTEtK - 0£8pj tego typu.jek 1H3604
~ppj
T 2%i'am& /o« moc strat —~0»5. W
, | przetacznikowa " 00~7Q 1 0,001 m «te§o typu jak JJf4151
1/ Dla specjalnych, isastosowari przewiduje sie zakres temperatury pracy - 55 C 125°C

«g/2C/orradig
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i"tlLe—jaze.oto6» Teliis ’jJaat —;ierws85a prtjbag okreélé&nia.
roblématj ki fmteci.' .Opei\acy.¢nycfc;, ' gdd ktém— wsptflm™o ' —e
éj Upihv=wHEli 3>

iKOtffie,nie -fco- V-vi jad¢¢hie o0.d-Uii'ide pOjyXqddv.. al'tora,,; &

.apattg. t\«wq/.0a;i fcywas.;a,;igt odpowiednich 42godniedo T

alezy pofikre-'li¢ t iréo tki ojcres ‘cfeaeb, p.vsésnaezo-~

y na opre.cou* msis adla.tariadd»,;. ktdrij majE »eryr
orycang podatawg 'xT¢'ekus™L %-.sktam ie mirdrynarodOKy» *
potkanie ;pedJa”iBida'krjjéw wspéditpracujacych winno by¢
oprssedaorie zi>ani adatiat® fljpofc,kari5nr.i-.apac-jalisrfcéw krajo -
ych ,pla cowek vo&d&tt?eaycix#» a aastephie px*fceostaw icieli
lecowek I.'sda. 'cs.yeh braa *saiateré srvfanycb krajowych aakia-

0w 'proadi:c,y.:]/*('ch oelté/é-u."adsn olicencis atarso*!aka*

oA X'¢1?-S4-113 MNLi—?Ic <5 eec”srch riezalesnego
ipoduiu* pr*/as:aadiaia do placy w piesci ar;tratneld
;¢ BicC, '13.:i' generacji* —jaka pamie¢ glbwr.a> Pamiec
amgtéwna ic.c? moze Bklaéaé ,aig—ja'—isane*o lub'tfiecej
modudow.. e« AR
. Zasadni ;:ae paraiaatry \modutu pamb5gciorego o okraslo-—
e nyca wymiarach ¢eometry.ezhyclijs

s=z £

~,pojerg<asé iiiro,rtBa’2y;na :16?p4 .nia» 25“-hitav,ycH;.

iy 1-—.c«:a}§-y«lui£é' ry «_SL 2.f0,,;.i[f.aek0r11d34j %

— bVok ..\vénlg—a informacji assiéra réieaio, ferrytowetk o

2., 'jfegig¢_ pgrgoy—ma fijas”v o cechach r—ieaalaznego
modutu* prseanaesons. do pracy, w azeslt oen.tralnej
irasayny cyfr« J . raoji, jako paiiecl— jt—dwna*
'Pamiig¢ ;HMv/na w,'ce racge —skladac 'alf k jednego lub
v<decej )0Qa.i;toK'v.



Zasadnicze parametry modutu pamieciowego o okreélo—
nych wy®©;.arach geometry czniy chi

** pojemnos¢ informacyjna 32¥6& stéw 9 — bitowych; v
II'"iestes G2'kT,a_ca yuseki mm

y—blok naéniks informacji zawiera rdzenie ferrytowe<>

3# Ekstracg'_agi'.bka”—"eaiigd™C”Ms”s,0 céchach podzespotu
. spetniajaca rpie a / —zbioru operacy jnych rgHjest—row —
mrytmometru# 'sterowania, systemu. przerwali .i innych .

lub b/ p44®i&ci pomocniczej w /« W—przy-'
mpadku /a/ pamie¢ posiada, '6rgsnizac48 adresowa#. w przy
e:padku ¢/ h/ 'adresowa; Tub aaoejaeyi tdqo '

Zasadnicze parametry podzespotu pamieciowegot

.— pogemnoéé informacyjna 128 stdw 36 <& bitowych”,
m =* czas "c™klu ca 300 nse.kj

— blok nos$nika informacji zawiera cienkowarstwowe
'elemen—"" magnetyczne & .

» .cykl 3-wa i'O—ia— Ak :
—megfgean..’ 5. k —'¥024 k znakow /,9, s+. bitowych, /o

5° faS'iéa—8&.";eixis, 1
cykl—- «& 300.ns. JEE
— —pojemniis¢ 512, 10249 2048 siéw
;H§ dugs—Hi— stdwa”D bitéw0-J L7,V

Dot* tematu A,ls e v 1¢ / /"
1o Blok nosnika. informacji;

2R Rdze.zS nodnika informacji odpowiedniks; PHILIPS 5F3

30 'Tranzystor przetgcznikowy o mocy ca 1& — odpowiednik
2N3-U4.



4., Tranzystor przetacznikowy o mocy ca 093W — odpowiednik
. 2N2369.

50 Tranzystor dla uktadow liniowych - odpowiednik ST7C.

5. jDioda przetacznikowa o mocy ca 0,5W r odpowiednik
1N4151 ©

7e Dioda przetacznikowa o mocy ca 0,25W - odpowiednik
1N40090 - . f y "

80 Typoszereg wysokostabilny¢h opornikow.

9® Typoszereg stabilnych kondensatorow.

10. taczowka.

11Q Aparatura do kontroli pamiecia

t2VAparatura do kontroli blokéw i ptatéw nosnika.

12. .Aparatura do kontroli rdzeni nos$nika.

Hot. tematu. A.2. ' . . i

Wk, Blok nosnika informacji. ~ 1
15. Edzen nosnika informacji — odpowiednik AMPEX 2C4-06.

16. Tranzystor przetgacznikowy o mocy ca IW «» odpowiednik
2R3444n

17. Tranzystor przetacznikowy o mocy ca O”W » odpowiednik
2K2369.

18. Dioda przetacznikowa o mocy ca 0,5W — odpowiednik 1H4151'.

19. Typoszereg podstawowyfeh uktadéw scalonych.
20. Aparatura do kontroli ‘pamieci.

21. Aparatura do kontroli ptatéw i blokéw nosnika — odpo-
wiednik GTC9 typ M-205*

220 Aparatura do kontroli rdzeni nos$nika. - =

x| Zaktada sie, ze we wczesnym okresie produkcji pamieci

beda stosowane mktady podstawowe, zbudowane z dyskretnych
elementéw;, w okresie poézZzniejszym tj. po opanowaniu przez
przemyst krajowy produkcji uktadow scalonych8 uktady pod-,
stawowe z elementami dyskretnymi beda zastgpione uktadami

ocalonymi.



Doto tematu Ao03s

23* Blok nosnika informacji..

240 Element nosnika informacji« -—

250 Typoszereg uktadow przetacznikowyeh«

25« Typoszereg uktadéw inforrnacyjnych,.'— ’

270 Typoszereg uktadéw podstawowych«

2£0 Aparatura do kontroli pamieci«

290 Aparatura do kontroli fiokéw i elementéw hosnikaf *

3Co Aparatura do kontroli 'uktadow elektronicznych«

Aktualne szczytowe ,osig”ni*ifeia.sSwié& loweo:

W maszynach cyfrowych 'l1l. generacji produkowanych przez
czotowe firmy zachodnie /IBM 360/30-7C» RCA SPECTBA
70/15—-45* EELM system 4/10~7Q/ sa stosowane ‘pamieci o
parametrach zblizonych do parametrow podanych w.punkcie AO,

K ; |
rert&pekt”niclshne' .kierunki«

Mizno znacznego postepu prac nad réwnego typu nosnikami

informacji, pamieci z nosnikami na rdzeniach ferrytowych8
z przeznaczeniem uzycia ich jako pamieci gtdéwne, stanowiag
w dalszym ciggu podstawowa linia rozwojowa tych pamieci«
Dla poparcia powyzszego stwierdzenia wymieni¢ mozna duze
zaawansowanie—niektoryeh firm— zachodnich,w zakresie opa-
nowania produkcyjnej technologii wytwarzania rdzeni ©

srednicy 0,3 cao

Opanowanie produkcyjne psmieci A«l or&z A2 warunkuje re=*
aliza¢je planu postepu w zakresie nuc* generacji« Prace
nad pamiecia z p—tu A«3' pozwolg fc,'ino aktywnie, Sledzié
postep, w dziedzinie nosnika scalonego«



Reali&ujes ZTC' %j$m. —km8tPulec'ga.|. WZE' nBIwTOV!V-pro-
dukcja* zaawansowany projekt wstepnie.

Ao20 . v .
Realizujei ZTC Bil - konstruckja; ,WZE *.Jj;lWwrQ' —pro—
dukcj a w s tepnefwymagania»

A.3. i _ ] /- o= 1V i
Realizujes ITE — konatruckjaj WZEnElwrol - produkcja

Bol.. , | ‘m y s . _, -

Realizuje? ZTS BOl — konstrukeja *“tecteociogia — saawans.
projekt— wstepny;. WZE *> produkcja. pp- roku 1968V
HeEom* 1

.Healisujes ZTS IMM — technologia labor«, i prodo doswiad-

czalna & zaawans. projekt wstepny; PGEFER - technologia
produkcyjna i produkcja masowa po roku io***»sq

Hie produkuj sie» Terminy opracowad i produkcji poda
"Unitra"»

308c
:?rodukeja .L—-18 ‘& 1968. t°

3090 "
Produkcja bwi?'od t9&$ ‘i* |1 . -

.Produkcja WZE "ELtYRO*

3011,
RealizujelMM —konstrukcja* projekt koncepcyjnyi WZE

EL"R0O" — produkcja po roku 19700

3elde ./ Ji , V. - " K
Realizacja; ZTS JIM — konstrukcja* studia tematu;, WZE

"ELV/RCW. « prod”ki; jA—=pd# roku *9?7t« —



Bal5* ' .l m W
Realizacja:ZTS IMM — technologia laborat,.i prod« doswiad-
czalna, studia tematu; POLFER - technologia prod,i pro-
dukcja masowao >

Bo1le ,17»18® "ot *

Nie produkuje sie; terminy opracowali i produkcji poda
"UNITRA" o

Bol9%

Patrz opracowanie dotd podstawowych ukdaddéw scalonych

Bo20» 210 ' om
Realizuje, IMM — konstrukcja, studia tematu, WZE "ELWRO"
iprodukcja po roku 1971 0

B. 220
Brak rozpoznania ' 1

Bo23, 24

Realizuje;,ITE# WELWROV— konstrukcja; WZE MAWFO”,— pro-
dukcja® .

Terminy poda "ELWRO* lub ITE*

B® 25 * 30
Informacji udzieli ITE

Srak rozpoznaniao

Co”kraje~te”gowinn”osig”gd™w”™okresie do 1975 r®?

Nslezy w peini opanowa¢ produkcje urzadzen, okreslonych
:w p—kcie A, oraz potrzebnych do tego celu urzadzern pomiaro
wych, zespoldw i podzespotdw, okreslonych w punkcie Bo

Progoz~c”e*rac™naukowo”badgwcz”* chNB/ i*"do™wiadegalno—

A®L, 2» M prace KB, DKt P
Bol, 2, 14, 15 “ NB, DK, P



B»4, 5, 6, '7S 17» 18 licencja, P

B<>3, 16 — wspotpraca w NB; Prodo dosw

Bo8, 9 — licencja,P

BoiO - DK, P

Boli, 12, 20, 21 NB, DK, P

Bo13, 22 wspotpraca w NB i DK, P

Bo2V 24 - — wspotpraca NB, DK, P dosw®

Bo3, 16 te wspotpraca NB, DK oraz P
% Bo 13» 22 — wspotpraca NB, DK oraz P

Bo23, 24 — wspoOtpraca NB, DK oraz P

Bo025,26,27»28,29»30 — prace NB, DK oraz P

Proponuje sie nastepujace zasady wspOipracy*. >

lo Powstate w wyniku podziatu problemu tematy / A0l * 3,
Bol * 30 / sa rozdzielone do-—opracowania miedzy kra-
je, objete porozumieniem; wszystkie fezy opracowania
dokumentacji danego tematu sg wykonywane w jednym i
tym samym Kraju»

20 W tematach Bo3 oraz Bo1l6 zaktada sie wspoédprace
w formie opracowania niektérych laboratoryjnych
technologii tranzystora | W; wybrany kraj wspotpra-
cujacy prowadzi .catosé zagadnieniao

30 ‘i tematach Bol1l3 oraz Bo22 mozna dokona¢ podziatu
na "elektronike* i "mechanike"o Ok#tada sie, ze
"mechanika"/ tjo automatyczny podajnik wraz z pod-
zespotami wspotpracujagcymi bedzie powierzony krajowi
wspotpracujacemu Polska opracuje uktady elektro-
niczne®.

40 Zasady wspotpracy nad nosnikami scalonymi okresli
ITEO.



5p F&kt prowadzenia przez jeden z krajéw okreslonego
‘ teteatu nie wyklucza noaiiwoecl prac'nad tym tema®
tein w krajach pozostatychc

yigil,, 9BE£SE2HM2ABBI£I&NE21£2ebagh_kOarOow eh.trE£o0sa]e?2

1» Tematyka realizowana przez HMS a objeta problemem—
okrg8slonym w tytule*, wymaga zwiekszenia o ca 40 in—
zynier<bws w stosunku do. stanu obecnego*

2,, Koszt' laboratory jnej. aparatury pomic>o®ej .dHa prac
: uktadowych* "i okres—ie 1958 VS;9" r«’ bMz'ie™ wynosi¢ ca—
ZZiOpp dolaréw *mpiracie :w I ~

3®. Koszt laboratoryjnej aparatury dla .prac technologies»'
‘«rv @ cn{Gra™: prodD 'doswiadczo8 w okresie >988-69 bedzie ,
wynosié ca'30Co0CO dolaréw — prace w

4» Koszt importowanych elementéw konstrukcyjnychw uzy-
tych do .opracowahia teisetdw:A*i orak A,2 wyniesie'
ca 52<,0CC dolaréw*

50 Koszt licencji dla tematéow z '.punktu Q02 oraz 0*5 —
sbrak rozpoznaniae ... /"

JIc Potrzeby produkcji.w zakresie etatéw oraz Wyposaze-
nie w aparature 1 urzadzenia — brak rospoznsniaa



$f%. fot
Stanistaw Stepien
Warszawa 12* Madaliriskiego 102 m 25

1 o Oméwienie problemu.

Opracowanie konstrukcji, technologii i wdrozenie do
produkcji ztacza wielokontaktowego dis maszyn cyfro-
wych zbudowanych Z uk#adébw mikroelektronicznych® Jakos$¢é
ztgcza okreslona nastepujacymi parametrami:

Wvd czes¢"uszkodzen / w Srodowisku polowym lub przemy-
stowym / rzedu 10"9 / kontakt h-Klo przy poziomie ufno-
Sci 60%

20 gestos¢ kontaktow dla:

zkacz posrednich -10 kontaktéw/cm2 nmitro
* krawedziwych — 5 kontaktéw/cm krawe-
dzi phytki mits

3

20 Aktualne szczytowe osiggniecia Swiatowe

1o Czestos¢ uszkodzen \

Miniaturowe zkacze firmy Bumdy Corporation typu

HC 35 zastosowane do morskich urzadzen elektro-
nicznych uzyskato czestos¢ uszkodzenn 9,5*10“9 / na
kontakt przy poziomie ufnosci 90%, przyczem w bada-
nym okresie nie nastgpito uszkodzenie zadnego kon-
taktu / warunki morskie zwiekszajg czestos¢ uszko-
dzen dwukrotnie w poréwnaniu z warunkami ladowymi /e

2 0 Gestos¢ kontaktow

Firms Burndy Corporation
zkacze UPC3B68P="1 / posrednie / 10 kontaktow/ca*
zkgcze PSE4DB20-1. / krawedziowe / 8 kontaktow/
/cm krawedzi ptytki druk«

Firma AMP INcorporated

system polgaczen stykowych "MECA* 40 kontaktéw/co



* 9 ~

Firma Cinch Mfg / ztacza dla mikromodutéw firmy
Hamilton

Standard, a Division of United Airoraft
Corporation/ 20 kontaktc’)W/cm2

Podobne gestosci kontaktéw uzyskuje dla swoich
ztacz posrednich Micro-D i Double density — D,
firma ITT Cannon Electric oraz inne / Amphenol
Collector Division /

Perspektywiczne kierunki

Kierunki rozwojowe z#gcz dla urzadzen mikroelektronicz—
nych charakteryzuja sie odejsciem od konwencjonalnej
formy konstrukcji z#gcza / miniaturyzacja /» Wprowadza
sie zlgcza z kontaktami dociskanymi z zewnetrz / zwie-
kszenie trwatosci kontaktéw / — firmy Cinch Mfg oraz
ITT Cannon Electric, oraz zastepuje sie sztywng wtycz-
ke, wtyczke elastyczng ztozong z kilku cienkich pola-
czonych razem drucikéw / wzrost niezawodnosci i minia-
turyzacja / — firma New Twist Connoctor Corporation»

Tematyka gtdwna

1» Opracowanie, konstrukcji i zdgcza o parametrach wy-
mienionych w p» 1o

20 fiSfektSiSi Wdrozenie do produkcji zkgacz o wysokiej
niezawodnosci wymaga opanowania w kraju technologii
pokrywania podzespotéw stykowych twardym zdotym
/ najlepsze parametry eksploatacyjne podzespotéw /,,

3°’ Tworzywa na korpusy*, Opanowanie w kraju lub sprowa-
dzenie z zagranicy dialylftalatu lub podobnego two-
rzywa /zapewnia duzg stabilnos¢ wymiarowg w szero-
kim zakresie parametréw klimatycznych / c
Zakres temp* pracy 50 & + 100@C

Tematyka zwigzana

50U Opracowanie kryteriow jakosci i metodyki badan



htéw stykowych/—

aa. ,.tematu» ] ‘-

S* 1 ‘W tiSk:V Opracowa¢ konstrukcje /. po4«l / moze

..kilka psrodkéw krajowych* Dotychczas opracowa—

tc konetsMcje gwarantujg asyckanie zatozonych
patamstré# ./ p» 1 ,A Mennica Panstwowa ./p ¢ 4*'1» /
poijeta ,pTSCi nad. opanowaniem, pokrywania kontaktow'
Stwardy® *ldtejBV .Bo’tej pory nie —uzyskano w-pehi—

' zniewalajacych wynikéw /'jakos¢, ceha / Ov e<=**t

; Opracowano wstepnie*/ 'p*iK1< / kryteria jakosci

i metodyke :ba2Cr; ztgacz / Zaktady Radiowe inm Kas-
przaka* irzeoystowy Instytut Telekomunikacji /.
Brak odpowiednich materiatow '/ pod—=2-/..

6.2* W NB?*'.—Jedyny kraj / posal ZSRR / w ramach HWB3

6 —

ktiry produkuje, zkgcza posrednie dla obwodéwt |,
—drukona**" 0 parametrach zblizonych do Srednie-
go pézioau Swiatowego* »Jednakze jakos$é, pokryci@
/ twarde &tocenie /- oraz technologia wykonania
nie sg jeszcze w peini zadawalajgce» PRL prowa—
; daita. wstepie rozmowy z NRD na temat dostaw w/w
zkacz i ewslicencji—

W CSRS 1 Z3R3:*'W Czechostowacji prawdopodobnie

e nie prowadzi Si#* prac nad <zlaczami,—/ Brak enimc$a—~'

cji w publikacjach fachowych owodjeciu w ZSBR
‘problematyki .konstrukcji i produkcji z¥gacz mia——
merowych ¢dla ar~gdaen mikroeiektrordcsnych— % ZSRR.
opanowano pokrywanie'podzespotéw, twardym zitotem*

64— *WL uzyskato —licencje na technologie ztocenia

stykéw / wg® infOreu Unitry /

W PEL jnie pod.ieto prac nad .ztaczem'tego rbdzajUo O ile '
.sytuacja wty» zakresie nie dlemie $Smianie / ©praco—

wania wkasne Isib lic«ncja, / to .potrzeby st/ 111 gene”
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racji musiaty by by¢ zabezpieczone poprzez kosztowny
i objety ograniczeniem import ztacz wietokontakto—
wych wysokiej jakozCi«

Propozycje:

Uruchomi¢ produkcje zkacz o wysokiej niezawodnosci

1 zadanych parametrach technicznych w kraju. Przy-
puszczalne zapotrzebowanie na ztacza do urzadzen

i sprzetu produkowanego w naszym kraju wyniesie / sza-
cunek whasny oparty na tendencjach rozwojowych i no-
wych wdrozeniach w naszych kraju /

rok 1970 - 90 do 100 tysiecy zkacz
rok 1975 & 120 d6 140 - |

jezeli tylko potowa z nich bedzie zkgczami o wysokiej
niezawodnosci to przy stabilizacji cen zigcz, koszt
zakupu wyniesie ok« 200«000 dolaréw w roku 1970 i okc
260.000 dolaréw w roku 1975» Ponadto rozwoj elektro-
niki w PBL nie moze opiera¢ sie na imporcie duzych ilo-
Sci podstawowych podzespotdw elektromechanicznych ja-
kimi sg zkgczao SWestia czy oprze¢ sie na licencji

czy tez na wlkasnym opracowaniu zalezy od priorytetu
potrzeb i mozliwosci«

W obu przypadkach ekonomiczne bedzie zakupi¢ licencja
na pokrycia twardym ztotem wraz z niezbednym wyposaze-
niem / npo firma Sel—Rex International /9 i nastawia¢
sie na wielko$¢ produkcji gwarantujaca eksport do in-
nych krajow RWPG i1 na'zachdd / duze zapotrzebowania na
wysokiej jakosci zkacza /<> Zakup licencji pozwoli na
azybkie wprowadzenie do produkcji z¥gcz o sprawdzo-
nych parametrach i znanej jakosci, natomiast podjecie
prac konstrukcyjnych i badawczych umozliwi podniesie-
nia poziomu kadry technicznej zwigzanej z problematyka
konstrukcji podzespotéw stykowych«

Podjecie produkcji zkgcza w oparciu o wkasng konstru-
kcje*
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8aU Opracowanie konstrukcji / Temat 4«1« / — miesza-
ny zespdt pracownikéw z nastepujacych instytucji
Elwro, SUK, IMV8B PIT*

Opracowanie technologii pokrycia twardym ziotem
/ Temat 4*2* /

Zespot pracownikéw Mennicy Paristwowej.lub Hf?

/ ex> przy wspolpracy WAT / i1 ew0.pomocy techn»
ze strony VRL«

Opracowanie tworzywa na korpus” / typu dialyl—
ftalatu

/Temat 403« /« Zespdt pracownikéw ITS & odpowie-
dniego zakdadu produkcyjnego /BUTI /

Uruchomienie produkcji w:

— Zakkadach ELTB& Eydgoazcz, lub
« Zakkad Doswiadczalny BUTI —.. Etydgoszezo

8020 Potrzeby kadrowe
U Kadry o Konstrukcja i badania 3-5 os6b

Pokrycia 3r5 *
Opracowanie tworzywa
typu dialylitalat 58

Zo Wyposazenie« Linia technologiczna dla pokryc«
mikroskopy do badart metalograficznych, przyrza-
dy do badan wytrzymatosciowych i trwatosciowych*

3, Czas opracowania 1,5 —.2 lat / bez opracowania
dialylftalatu /, wdrozenie do produkcji ok«

t roko
Przedsiewziecie powyzsze wiaze sie jednak ze
znacznym ryzykiem niepowodzenia«

Ocena celowosci ubiegania sie o licencje, koszt zakupu
licencji«

Uzyskanie licencji na produkcje miniaturowych zkacz o
wysokiej niezawodn¢tdcii jest obecnie bardzo prawdopo-
dobne« Poza czynnikiem czasowym zakup licencji jest
rowniez celowy w przypadku przewidywanego eksportu .
sprzetu elektronicznego do krajow zachodnichx.



a/ 2 rozicow przeprowadzonych przez autbra niniejsze-
go Opracowanie % prsedstawicielezn firciy Ultra
Electronics Lid Mr Fromptonem wynika® ze firaa te
bytaby sktonna udzieli¢ licencji na omawiane zkg—
céa oras em— podjac¢ kooperacje produkcji*—

Wniog&ki kodcowe

Charcie w kraju produkcji nowoczesnychztgez na li—=
cenegji, Jeat'barde—iej wskazana, gdy» nie wigze ®ig' z
znas—znym ryzykiem niepowodzenia jakie nalezy uwzgle-
dnic¢,w przypadku'podjecie prac zasygm licowanych «
punkcie .8 /' trudnosci technologiczne i materiatowe /

ISwentuala;;licentjodowea Esogloby by,¢ KRD— lub tima
angielska Ultra' Kt©cts*or.dés ttd» 2akulp licencji po— -
winien wigzac¢ Cie— zitisyi.kan'iem ©bek technologii rdyJniez
pednego wygasaker:i-e linii produkcyjnej oraz niezbednej
apsratury —



